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A 3.610 4.310 0.142 0.170

Al 0.510 0.020

A2 3.100 3.600 0.122 0.142

B 0.360 0.560 0.014 0.022

Bl 1.524(TYP) 0.060(TYP)
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El 7.620(TYP) 0.300(TYP)

e 2.540(TYP) 0.100(TYP)

L 3.000 3.600 0.118 0.142

E2 8.200 9.400 0.323 0.370

GRYNTHAR H X AR5 L A3 AL X PR MR 16345 K AEIA KB 175 2808
http://Amww.lingxingic.com

HB%: 518000

1450 4L 17 7

JRAS: 2022-01-A3




AIhRESHBFRIRAIRAH)

v Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.
i Bl 5. 24064-LX-A640
52, SOP8 4B H3tde R~}
D
| |
| i
H ! H H
i ]
|
i
i
|
E w|—_1 _._._._._._._._._= ................. 11
i
|
i
6 9 |
S Y !
i
i

B - b l
ﬂ 0t
P,
| |
L J
Symbol DirT_lension In Millimeters IZ_)imension In Inches
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A 1.350 1.750 0.053 0.069
Al 0.100 0.250 0.004 0.010
A2 1.350 1.550 0.053 0.061
B 0.330 0.510 0.013 0.020
C 0.170 0.250 0.007 0.010
D 4,780 5.000 0.188 0.197
E 3.800 4.000 0.150 0.157
El 5.800 6.300 0.228 0.248
e 1.270(TYP) 0.050(TYP)
L 0.400 1.270 0.016 0.050
0 0° 8° 0° 8°
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A 1.1 MAXTYP 0.043 MAX TYP
Al 0.050 0.150 0.002 0.006
A2 0.850 0.950 0.033 0.037
B 0.190 0.300 0.007 0.012
C 0.090 0.200 0.004 0.008
D 2.900 3.100 0.114 0.122
E 4.300 4.500 0.169 0.177
El 6.200 6.600 0.224 0.260
e 0.650 (TYP) 0.026 (TYP)
L 0.500 0.700 0.020 0.028
0 1° 7° 1° 7°
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